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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

半導体実装に使われているプリント配線板には、層間接続のためにビアやスルーホー
ルが用いられるが、実装時や製品使用時のストレスに耐える必要がある事から、高
信頼性の接続を十分確保することが求められている。特に電子機器等の小型・高性
能化は加速度的に進み、半導体パッケージも高密度化される事から、層間接続する
マイクロビアではビア径が 10 μm 以下になる。ビアの微小化により、内層銅とめっ
き層との接合面積も減少する事から、特にビア底部における接続信頼性の確保が課
題となる。ビア底部は内層銅上にシード形成のための無電解銅めっき、導体形成の
ための電気銅めっきの順で銅皮膜が積層される。この無電解銅めっき層は化学反応
で形成され不純物やガス成分も多い事から本層の品質を評価する事は非常に重要で
ある。

実験
Experimental

銅めっき被膜について、酸素窒素水素分析装置及び炭素硫黄分析装置による元素組
成分析を行う。
１．分析試料 試料名
(1）電解めっき銅被膜（Sub）
(2）無電解めっき銅被膜 1（electroless-A：従来プロセス）
(3）無電解めっき銅被膜 2（electroless-B：新開発プロセス）
２．装置
(1) 酸素窒素水素分析装置 ONH836：LECO ジャパン合同会社製
(2) 炭素硫黄分析装置 CS844：LECO ジャパン合同会社製

結果と考察
Results and Discussion

本実験のガス分析によって得られた各銅めっき被膜(1) Sub, (2) electroless-A, (3)
electroless-Bについて溶存している
酸素（ O）, 炭素（C） 及び 硫黄（S ）の含有率をそれぞれ以下に示した。

酸素（O） (1) 0.005 mass%, (2) 0.028 mass%, (3) 0.280 mass%
炭素（C) (1) 0.0073 mass%, (2) 0.025 mass%, (3) 0.033 mass%
硫黄（S) (1)～（3）< 0.005 mass%

硫黄（S)については装置の測定限界以下の含有量である事から薄膜間の差および量
はわからいが、硫酸銅薬液によるめっきであるにも関わらず硫黄（S)の混入量は少
ない事が確認された。酸素(O)については今回、electroless-B膜はサブミクロンの
前後薄片膜である事もあるのか、膜形成洗浄時すみやかに酸化されてしまっており、
表面に参加薄膜が形成され変色している事から含有率が大きく出ている。実質的に
はelectroless-Aと同程度の酸素含有量と思われる。炭素（C)については、無電解めっ
きにおける反応では多種の有機化学薬液を用いた化学反応のみの膜形成である事か
らこれら有機薬液成分が混入するため、電解めっき膜に比較して５倍ほど含有量が
多い事が確認された。どのような形、量にせよ混入成分は薄膜の品質を低下させる
事は間違いなくこの他、ガス成分や他微量金属元素等についても引き続き評価を続
けていく。
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